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A deposicao de filmes finos em superficies via magnetron sputtering € uma
técnica limpa e versatil utilizada para se atingir um melhoramento das
propriedades mecanicas, fisico-quimicas, opticas, triboldégicas de diversos
materiais.
O presente projeto tem como objetivo comparar filmes finos de cobre
depositados por magnetron sputtering em substratos de silicio, buscando
parametros 6timos. Melhorias no sistema de deposicao foram projetadas,
desenvolvidas e confeccionadas.
As amostras de silicio foram caracterizadas utilizando-se a técnica de
espectrometria por retroespalhamento Rutherford (RBS). Analisou-se a
espessura dos filmes depositados em relacao ao tempo de processo e, por
fim, foram montadas curvas da taxa de deposicao do equipamento estudado,
tendo como objetivo possibilitar que as espessuras dos filmes depositados
no futuro sejam facilmente controladas.
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Tabela de espessuras dos filmes depositados em relagao ao tempo de deposicao:

5 0,9534
20 3,0152
40 7,0193
80 11,8127

Grafico Espessura do Filme x Tempo de Deposicao
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Taxa de deposicao:
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O coeficiente angular da reta que relaciona a espessura de filme depositado
em funcao do tempo de deposicao, corresponde a taxa de deposicao, em
nm/s, de cobre em silicio do equipamento, para os parametros de potencia
da fonte de 50 W e altura entre o alvo e o substrato de 15 cm.

Nao foi possivel a deteccao da espessura do filme depositado via técnica de
perfilometria, todas as informacoes para o calculo foram retiradas das
analises de RBS.

Novas deposicoes foram feitas utilizando um sistema diferenciado de porta
amostra projetado e construido pelo laboratorio para gerar maior eficiéncia
ao processo, o mesmo método de parametrizacao foi aplicado afim de se
obter a taxa de deposicao com a nova adaptacao.
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